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また、 SOI-MOSFET に高エネルギーイオンが入射した際の動的挙動については、 3 次元デ、パイスシミュレーショ
ンにより、地表での単一放射線が入射する条件から、宇宙空間での重イオンが入射する条件について調べ、基板電位
固定構造の有無について SOI-MOSFET 中のソース・ドレイン各部の異常電流を初めて明らかにしている。
さらに基板電位固定構造を持った SOI-SRAM の評価実験では、ソフトエラーの発生機構が従来のバルク SRAM と
は異なり、入射する高エネルギー粒子のエネルギーの大きさではなく SOI ボディ領域で発生する過剰キャリアに依存
し、イオン照射による加速試験でソフトエラーが発生することを明らかにしている。
以上のように、本論文は統計的手段ではなく直接対象とする SOI-MOSFET にイオンを照射しその動的挙動を計測
することにより信頼性を明らかにしたものであり、次世代の SOI 素子開発に大きく寄与するため、博士(工学)の学
位論文として価値のあるものと認める。
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